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Bolim 2.1. : Ortak-Beyzli Konfiglirasyon

® Bu konfiglirasyonda beyz topraklanmistir.

® Ayrica beyz bacagi hem giris hem de cikis icin ortaktir. Hem kollektor hem de
emiter icin ortak bacaktir.

—

Sekil 2.2. Ortak-Beyzli Konfiglirasyon
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Sekil 2.2."de ortak-beyzli konfiglirasyona ait
npn ve pnp transistor polarlanmalari ve
simgesel gosterimleri verilmistir.



Bolim 2.2. : Ortak-Emiterli Konfiglirasyon

® Bu konfigirasyonda emiter topraklanmistir.

® Ayrica emiter bacagi hem giris hem de cikis icin ortaktir. Hem kollektér hem de
beyz icin ortak bacaktir.

I

= , Sekil 2.3.”te ortak-emiterli
= konfiglirasyona ait npn ve pnp
'—"»B, ,'; Nl _:_ﬁ [ _:-_;» transistor polarlanmalari ve
W= | in” i v,,,;: simgesel gosterimleri verilmistir.
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Sekil 2.3. Ortak-Emiterli Konfiglirasyon



Bolim 2.3. : Ortak- Kollektorli Konfiglirasyon

® Bu konfigurasyonda kollektor topraklanmistir.

e Ayrica kollektor bacagi hem giris hem de cikis icin ortaktir. Hem emiter hem de
beyz icin ortak bacaktir.
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Sekil 2.4. Ortak-Kollektorli Konfigtrasyon



Bolim 2.4. : BJT Transistorlerin Satlrasyonu

BJT transistor icin “sattirayon” kelimesi Sekil 2.5.”ten gorilecegi tzere kollektor —
emiter arasinin kisa devre olmasi durumudur. Bu durumda Ve = 0 V'tur ve kollektor

uzerinden maksimum akim gecer; cunki

Vcc — |cRc — VCE = O,' burada VCE =0 V'tur. DoIay|S|yIa Vcc = |cRc

Sekil 2.5. BJT Transistorun Satlirasyon Durumu



Bolim 2.5. : BJT Transistorlerin DC Kutuplanmasi

Transistorler temel gorevleri olan sinyal yukseltme ya da anahtarlama gorevlerini
verine getirebilmeleri icin calisir duruma getirilmeleri gelmektedir. Bu da transistorun
bacaklari arasina uygun DC voltajin uygulanmasi anlamina gelmektedir.

Transistorun kutuplanma nedenini daha iyi anlamak icin araba 6rnegi lizerinden
gidilebilir. Nasil bir arabanin calisir duruma gelmesi icin deposuna uygun yakittan
konulmasi gerekiyorsa bir transistorin calisir duruma gelmesi icinde DC Kutuplanmasi
gerekmektedir. Bu kisimda transistoriin DC kutuplanmasi tizerine analoji yapilmistir.

Nasil bir arabanin deposuna uygun yakit konulduktan sonra fren ve gaz pedallarina
basilarak arabanin hizi degistirilebiliyorsa transistoriin beyz kismina uygulanan akim
degistirilerek transistorin kollektor ve emiterinden gecen akim degistirilebilir. Bu
noktadan hareketle transistortin ktctk sinyal yukselteci olarak kullanilmasi
gerceklestirilmektedir. Bu kissmda transistorun AC yukseltec olarak kullaniimasi
Uzerine analoji yapiimistir.



Bolim 2.5.1. : Sabit-Biasl Konfigtrasyon

Bu konfiglirasyon Sekil 2.6.”da verilmistir.
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Sabit-Biash Konfiglirasyon DC Esdegeri

Sekil 2.6. Sabit-Biasl Konfigtirasyon



Transistorlerin DC kutuplanmasinda kapasitorler dikkate alinmazlar; ctinkt acik devre
gibi davranirlar.

Sekil 17.1.”deki devrenin sol tarafi icin voltaj denklemi yazilirsa:
Vee— 18R — Ve =0

VCC _ VBE
Rg

IB:

lc = Bls

Sekil 16.1.”deki devrenin sag tarafi icin voltaj denklemi yazilirsa:

Vec—IcRc=Vee=0

Ve = Vee - IcRe

Vee =Ve— Ve

Bu konfiglirasyonda emiter topraklandigi icin Ve = 0 ve dolayisiyla Ve = Vc olmaktadir.
Ve = Ve — Ve

Yukaridaki nedenden dolayi tekrar Vge = Vg olmaktadir.



Ornek: Sekil 2.7.”de verilen devre icin

Vo =+12V a) IB ve IC
\;y b) Ve
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Sekil 2.7. ilgili Sekil

Vee=VBe _ 12-0.7
Rg  240.(103)

lc = Blg = 50.(47.08 WA) = 2.35 mA

b)Vee = Vee - IcRe = 12 - (2.35)(1073) (2.2)(103) = 6.83 V
c)Ve=Veg=0.7V

Ve=Vce=6.83V
d)Vec=Vg-Vc=0.7-6.83=-6.13 V

a)l = = 47.08 uA



Bolim 2.5.2. : Yuk-Cizgi Analizi

Sekil 2.8.”de sabit-biasli konfiglirasyona ait devrenin cesitli beyz akimlari icin

Vce = Vee - IcRc esitligi dikkate alinarak Ic ile Ve arasindaki iliski grafige aktariimistir.
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Sekil 2.8. Sabit-biash konfigtirasyon icin I¢c - Ve grafigi



Transistorin ideal calisma noktasi bu grafik Gzerinde belirlenebilir. Bunun icin bu
grafik tzerinde iki nokta belirlememiz gerekmektedir. Bunlardan birincisi kollektor
tzerindeki maksimum akim degeri olan saturasyon akimi I_ , ikincisi ise kollektor
direnci Uzerinden akim akmadiginda elde edilen kollektor voltaji olup degeri V¢’ ye
esittir. Bu iki nokta Sekil 2.9. Gizerinde isaretlenmis olup ideal ¢calisma noktasi bu iki
noktanin birlestirilmesiyle elde edilen cizginin tam ortasindaki noktanin (Q noktasi)
karsilik geldigi lg, Ic ve Vce noktalari olacaktir.
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Sekil 2.9. Transistorun ideal calisma noktasi



Ornek: Sekil 2.10.”da verilen sabit-biasli konfigirasyona sahip transistér devresine ait
yuk-cizgi analizi grafigini kullanarak ilgili devrede kullanilacak V¢c, Rcve Rg degerlerini
bulunuz.
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Sekil 2.10. Transistorin ideal ¢calisma noktasi



Cevap:

Devreden akim akmadigi andaki Ve degeri Vcc degerine esittir; dolayisiyla burada Ve
degeri 20 V'a esittir. Grafikten I degerinin 10 mA oldugu gorilmektedir; dolaysiyla

. =10mA = % = z—ove buradan R, 2 kQ olarak bulunmaktadir.
C C

Grafikten IBQ degerinin yaklasik olarak 25 pA’e esit oldugu gorilmektedir.

Ic,,

2227 ve buradan Rp degeri 772 kQ olarak bulunmaktadir.

Iy = 25 pA = ~CCPE —

B Rp



Bolim 2.5.3. : Emiter-Biasli Konfiglrasyon

Bu konfiglirasyon, sabit-biasli konfiglirasyona gore daha stabildir. Stabiliteden
kastimiz devredeki 6rnegin; akim degerlerin sicaklik, devre parametreleri (B gibi) vb.
gibi dis etmenlere bagh olarak daha az degismesidir. ilgili konfigiirasyon Sekil 2.11.’de

verilmistir.
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Sekil 2.11. Emiter-biash konfiglirasyon



Bu devrenin sabit-biasl konfiglirasyona gore daha stabil olma durumu bir 6rnek
uzerinden aciklanacaktir ama 6ncesinde bu konfigtirasyona ait akim ve voltaj
esitliklerini yazalim.

Devrenin sol tarafina bakacak olursak:
Vee—1s8Re = Vae — IeRE =0
_ Vee — Vie

R + (B + 1)Rg

Bu son denklem bir devre modeli tizerine dokecek olursak Sekil 2.12."de verilen
modeli elde ederiz. Dikkat edilecek olursa bu model lGizerinde sag taraftaki diren¢

Ig

(B + 1)Ry degerini almaktadir. Bu direnci Rj olarak adlandiralim.
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Sekil 2.12. Emiter kismina ait model

Tekrar Sekil 2.11."deki devreye donecek olur ve devrenin sag tarafina bakacak olursak;

Ve = Vee — Ic (Re+ Re)

Ve =Vcee— leRe
Vee=Vc— Ve
Vc = VCE +VE

Ve =Vee - IcRc



Vg =Vcc— IgRs
Vg = Vge + Ve

Ornek: Sekil 2.13.”te verilen devre icin Is, Ic, Vce, Ve, Vi, Vs, Vac degerlerini hesaplayiniz.
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Sekil 2.13. ilgili Sekil
Cevap:
Vee — Vag 20 — 0.7
Ry + (B+ DRy 430000 + 51(1000)

I = 40.1 uA



lc = Blg =50(40.1 pA)=2.01 mA
Vee = Vee — le (Re+ Re)=20-2.01(10°3)(2000+1000)=13.97 V
Ve = Ve - IcRe=20-2.01(1073)(2000)=15.98 V

Ve = Ve - Vee = 15.98-13.97 =2.01 V
Vg=Vee+Veg=0.7+2.01=271V
Vec=Vg—Vc=2.71-1598 =-13.27 V



Ornek: Sabit-biasl konfigiirasyon ve emiter biasl konfigiirasyon icin Sekil 2.7. ve Sekil
2.13.teki devreleri baz alarak =50 ve =100 degerleri icin Ic ve Vce degerlerinde
meydana gelen degisimi inceleyiniz.

Cevap:
Sabit-biash konfiglirasyona ait Emiter-biash konfiglirasyona ait
B Ig(pA) I imA) Vep (V) B Ip (pA) I-(mA) Vg (V)
50 47.08 2.35 6.83 50 40.1 2.01 13.97
100 47.08 4.71 .64 100 36.3 3.63 9.11

Sekil 2.14. iki konfigirasyonun stabilite kiyaslamasi

llgili tablolar incelendiginde emiter biasl konfigiirasyonda Ic ve Vce degerlerinin sabit
biash konfiglirasyona oldukca dustik oranda degistigi gortilmektedir.



Sekil 2.15. incelendiginde emiter-biasli konfigiirasyonda satlirasyon degerinin

_ _Vec
Csat ~ Ro+Rg

oldugu gorulmektedir.

Sekil 2.15. Emiter-biasli konfiglirasyonda satlirasyon degeri

Emiter-biash konfiglirasyon icin yuk-cizgi analizine ait grafik Sekil 2.16.’da verilmistir.
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Sekil 2.16. Emiter-biasl konfiglirasyona ait yuk-cizgi analizi



